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 INTRODUCCION

Las metatalocianinas (MFts) son moléculas planas que existen en varias
formas cristalinas, incluidas as estructuras a, B y y[1,2]. Estas MFts son una
clase de semiconductores organicos qgue se clasifican como
semiconductores tipo-p, con baja movilidad y concentracion de portadores
de carga y con bandas de absorcion gque se extienden desde la region
UV-vis hasta la region IR. Las MFts muestran una tendencia hacia |a
agregacion y polimerizacion en estado solido, lo gue conlleva a una mejor
superposicion de los orbitales entre las moléculas y mejora (a
foto-generacion y conduccion de los portadores de cargall]. Los
semiconductores a base de MFts combinan las ventajas de (os polimeros y
los metales, o gue permite su implementacion en dispositivos innovadores
economicos|3].

MATERIALY METODO

En el presente trabajo se obtuvieron peliculas delgadas por medio de |a
evaporacion al alto vacio de MFTs (M=Na,Li) dopadas con
Tetracianoguinodimetano (TCNQ). Inicialmente los semiconductores se
doparon utilizando la técnica de reflujo, posteriormente se depositaron a una
velocidad de 0.3 A/s por medio de sublimacion al alto vacio (107 torr), esto
dtilizando susltratos de PET y vidrio con contacto transparente conductor de
ITO, cuarzo y silicio (Si) monocristalino. Finalmente, las peliculas
semiconductoras se caracterizaron estructuralmente y en sus propiedades
optoeleclronicas.

RESULTADOS

Los siguientes resultados corresponden a los semiconductores 0rganicos,
siendo 1) Na_FTs-TCNQ y 2) Li,FTs-TCNQ
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Figura 1. Espectroscopia IR sobre Si
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Figura 2. Microscopia Electrénica de Barrido (MEB) a 2500x
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Figura 3. Espectroscopia UV-vis

En (a figura 3 se observan, para ambos semiconductores, picos entre
300-400 nm correspondientes a la banda-B, en cambio para el
semiconductor 1 solo se observa un pico entre los 600-/00 nm,
correspondiente a la banda-Q.

Los valores obtenidos de energia de activacion 6ptica (Bandgap) directos
fueron de 1./-31 eV y de 2.3-2.7 eV, y en el Bandgap indirecto fueron de
14-2.6 eV y 1./-2.6 eV para el semiconductor 1y 2, respectivamente, en
ambos casos.
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Figura 4. Caracterizacién de densidad de corriente (J) vs. Voltaje (V) para el sistema
vidrio/ITO/M_Pc-TCNQ/Ag con luces mediante el método colineal de 4 puntos.

DISCUSION

Los resultados de la espectroscopia IR maostraron una gran estabilidad
[érmica, que es excelente para las MFts dopadas. La MEB para ambos
semiconductores muestra gue el proceso de deposito produjo peliculas
delgadas homogéneas. Los espectros de absorcion registrados en (a region
UV-vis mostraron dos bandas de absorcion, la banda-Q y la banda-B.
Adicionalmente, se observd un doblete en los espectros de absorcion,
correspondientes a la forma monoclinica. El coeficiente de absorcion (a) y
a energia del foton (hv) se calcularon para determinar el bandgap en cada
Delicula. La evaluacion de la caracterizacion de J-V se realizé cambiando
3 polaridad del sistema y se observd un comportamiento simetrico. Los
cambios en la conductividad de las M,Fts dopadas sugieren la formacion de
rutas alternativas para la conduccion de los portadores de carga, mientras
gue los valores de bandgap de los semiconductores se encontraron dentro
de los rangos del Si, lo que resulta interesante para la fabricacion de
diferentes dispositivos optoelectronicos como diodo orgdnico (OLED),
transistor organico (OFET) y celda solar (OSC).
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